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Beschreibung
Stand der Technik

[0001] Halbleiterbauteil mit Halbleiterchip und Um-
verdrahtungslage sowie Verfahren zur Herstellung
desselben Die Erfindung betrifft ein Halbleiterbauteil
mit Halbleiterchip und Umverdrahtungslage, wobei
der Halbleiterchip mit seiner Rickseite und seinen
Randseiten in eine Kunststoffgehdusemasse derart
eingebettet ist, dass die aktive Oberseite des Halblei-
terchips koplanar zu einer Oberseite der Gehause-
kunststoffmasse angeordnet ist und eine Gesamto-
berseite bildet. Eine Verpackung von mehreren Halb-
leiterchips in eine Gehausekunststoffmasse unter Bil-
dung einer Gesamtoberseite wird auch "Wafer-Le-
vel-Package" oder WLP genannt und bildet eine Ver-
bundplatte bzw. einen Nutzen aus Kunststoffmasse
und Halbleiterchips, welche in ihren Dimensionen ei-
nem Halbleiterwafer angepasst sind. Solch ein Nut-
zen ist zum Beispiel aus der WO 03/015165 A2 be-
kannt.

[0002] Auf der koplanaren Gesamtoberseite eines
derartigen Nutzens in WLP-Bauweise kann eine Um-
verdrahtungslage aufgebracht werden, welche Kon-
taktflachen auf der Oberseite des Halbleiterchips mit
AuRenkontaktflachen der Umverdrahtungslage auf
kostenglinstige Weise verbindet. Jedoch ist noch
kein kostengiinstiges Kontaktsystem bekannt, Uber
das auch Ruickseitenkontakte, die nicht auf der Ge-
samtoberseite angeordnet, sondern in der Gehause-
kunststoffmasse eingebettet sind, von der Umver-
drahtungslage oder von der Gesamtoberseite aus er-
reicht werden kénnen.

[0003] Aus der EP 0 915 505 A1 ist ein Bauteil mit
einem Umverdrahtungssubstrat bekannt, bei dem die
Ruckseite des Halbleiterchips Uber Bonddrahte mit
dem Umverdrahtungssubstrat verbunden ist.

[0004] Aus der US 5 767 570 A ist ein Flachleiter-
rahmen bekannt der Flachleiter aufweist, die auf zwei
gegeniberliegenden Seiten eines Halbleiterchips an-
geordnet sind.

[0005] Aus der DE 102 00 268 A1 ist die Verwen-
dung eines Verdrahtungsfilms zur Verbindung der
Oberseite eines Halbleiterchips mit einem Umver-
drahtungssubstrat bekannt.

[0006] Aus der US 5,200,362 A ist ein strukturierter
Verdrahtungsfilm bekannt, auf den ein Halbleiterchip
aufgebracht wird, der danach mit dem Verdrahtungs-
film GUber Bonddrahte elektrisch verbunden wird.

[0007] Keines dieser Verfahren ist jedoch geeignet,
ein kostenglinstiges Kontaktsystem anzugeben, tber
das auch Ruickseitenkontakte, die nicht auf der Ge-
samtoberseite angeordnet, sondern in der Gehause-

kunststoffmasse des Nutzens in WLP-Bauweise ein-
gebettet sind, von der Umverdrahtungslage auf der
Gesamtoberseite aus erreicht werden kénnen.

Aufgabenstellung

[0008] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Halbleiter-
bauteil mit Halbleiterchip und Umverdrahtungslage
anzugeben, bei dem der Zugriff zu einem Rucksei-
tenkontakt des Halbleiterchips von der Umverdrah-
tungslage aus moglich ist. Ferner ist es die Aufgabe
der Erfindung ein Verfahren anzugeben, das eine
kostenglinstige Herstellung eines Halbleiterbauteils
ermdglicht.

[0009] Diese Aufgabe wird mit dem Gegenstand der
unabhangigen Anspruche gelost. Vorteilhafte Weiter-
bildungen der Erfindung ergeben sich aus den ab-
hangigen Anspriichen.

[0010] Erfindungsgemal wird ein Halbleiterbauteil
mit Halbleiterchip und Umverdrahtungslage angege-
ben. Der Halbleiterchip mit seiner Riickseite und sei-
nen Randseiten ist in eine Gehausekunststoffmasse
eingebettet. Die aktive Oberseite des Halbleiterchips
ist koplanar zu einer Oberseite der Gehausekunst-
stoffmasse angeordnet und bildet eine Gesamtober-
seite. Diese Gesamtoberseite tragt eine Umverdrah-
tungslage, wobei ein Flachleiterfolienband innerhalb
der Gehausekunststoffmasse angeordnet ist und
sich von der Gesamtoberseite des Halbleiterbauteils
zu der Riickseite des Halbleiterchips erstreckt. Dabei
ist das Flachleiterfolienband elektrisch mit der Rick-
seite des Halbleiterchips und mit der Umverdrah-
tungslage verbunden.

[0011] Derartige Flachleiterfolienbander werden in
der TAB — Technologie (Tape — Automated — Bonding)
eingesetzt, um in zentralen Bondkanalen eines Halb-
leiterchips die wenige Mikrometer gro3en Kontaktfla-
chen einer aktiven Oberseite eines Halbleiterchips
mit einer Umverdrahtungsstruktur auf dieser aktiven
Oberseite des Halbleiterchips zu verbinden. Erfin-
dungsgemal’ wird nun ein derartiges Flachleiterfoli-
enband eingesetzt, um eine elektrische Verbindungs-
leitung zwischen einer Ruckseite eines Halbleiter-
chips mit einer Gesamtoberseite des erfindungsge-
mafen Halbleiterbauteils zu schaffen. Dazu kann das
Flachleiterfolienband eine einseitig kupferkaschierte,
flexible, bandférmige Kunststofffolie aufweisen, wo-
bei die Kupferkaschierung des Flachleiterfolienban-
des mit dem Rickseitenkontakt des Halbleiterchips
und mit der Umverdrahtungslage auf der Gesamto-
berseite des Halbleiterbauteils verbunden ist.

[0012] Ein derartiges Halbleiterbauteil hat den Vor-
teil, dass von der Gesamtoberseite aus auch die
Rickseite des Halbleiterchips elektrisch kontaktiert
werden kann. So ist es moglich, nun von der Gesam-
toberseite bzw. von der Umverdrahtungslage aus, ein
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Massepotential an die Rickseite des Halbleiterchips
zu legen, ohne dass es erforderlich ist, die Ruckseite
des Halbleiterchips in der Gehausekunststoffmasse
teilweise freizulegen, um den Ruckseitenkontakt zu
erreichen. Vielmehr ist das Flachleiterfolienband be-
reits mit in der Gehausekunststoffmasse eingebettet
und stellt die gewlinschte elektrische Verbindungslei-
tung zu einem Ruckseitenkontakt des Halbleiterchips
her.

[0013] Anstelle einer einseitig kupferkaschierten,
flexiblen, bandférmigen Kunststofffolie als Flachlei-
terfolienband, kann auch eine Metallfolie eingesetzt
werden. Eine Metallfolie hat gegentber einer Kupfer-
kaschierung den Vorteil, dass sie dicker gestaltet
werden kann und damit der Zuleitungswiderstand
vermindert werden kann.

[0014] In einer weiteren Ausfuhrungsform des Halb-
leiterbauteils ist das Flachleiterfolienband Uber die
Umverdrahtungslage mit einem Aufllenkontakt des
Halbleiterbauteils elektrisch verbunden. Dazu weist
die Umverdrahtungslage Umverdrahtungsleitungen
auf, welche das Ende des Flachleiterfolienbandes,
das auf der koplanaren Gesamtoberseite angeordnet
ist, mit AulRenkontaktflachen verbindet, die ihrerseits
AuRenkontakte tragen. Somit besteht der elektrische
Pfad — von einem Aufienkontakt zu der Riickseite des
Halbleiterchips — aus dem Ruckseitenkontakt des
Halbleiterchips, dem Flachleiterfolienband, der Um-
verdrahtungsleitung der Umverdrahtungslage, den
AuRenkontaktflachen der Umverdrahtungslage und
schliellich aus dem auf den AufRenkontaktflachen
angeordneten Auflenkontakt des Halbleiterbauteils.

[0015] Eine weitere Ausfiihrungsform des Halblei-
terbauteils weist auf der Riickseite eines ersten Halb-
leiterchips ein weiteres, zweites Halbleiterchip auf,
welches mit seiner Rickseite auf der Rlickseite des
ersten Halbleiterchips angeordnet ist. Dabei ist das
zweite Halbleiterchip vollstandig in der Kunststoffge-
hausemasse eingebettet. Um dennoch Kontakifla-
chen der aktiven Oberseite des zweiten Halbleiter-
chips, die vollstandig in der Kunststoffmasse einge-
bettet sind, von der Gesamtoberseite elektrisch zu er-
reichen, erstrecken sich innerhalb der Gehause-
kunststoffmasse Flachleiterfolienbander von den
Kontaktflachen auf der aktiven Oberseite des zweiten
Halbleiterchips, zu der Gesamtoberseite des Halblei-
terbauteils.

[0016] Somit kann mit Hilfe des erfindungsgemafien
Prinzips eines neuen Kontaktsystems auch eine kos-
tenglinstige Stapelung von Halbleiterchips Uberein-
ander in einer WLP-Bauweise verwirklicht werden.
Da das neue Kontaktsystem sowohl die in der Ge-
hausekunststoffmasse vergrabenen Riickseitenkon-
takte der Halbleiterchips, als auch die in Kunststoff-
masse eingebetteten Kontaktflachen einer aktiven
Oberseite des zweiten gestapelten Halbleiterchips,

Uber entsprechende Flachleiterfolienbander mit der
gesamten Oberseite erreicht, ist es nun moglich, kos-
tenglinstig auf der Gesamtoberseite eine Umver-
drahtungslage aufzubringen, Uber die zu samtlichen
Kontaktflachen des ersten und des zweiten Halblei-
terchips ein Zugriff méglich ist.

[0017] Dabei kann das erfindungsgemafe Prinzip
beliebig erweitert werden, indem weitere Halbleiter-
chips aufeinander gestapelt werden und Uber ent-
sprechend angeordnete Flachleiterfolienbander mit
der Gesamtoberseite elektrisch in Verbindung ste-
hen. Ein derartiger Stapel aus mehreren Halbleiter-
chips mit entsprechend herausgefihrten Flachleiter-
folienbandern kann in einer gemeinsamen Gehause-
kunststoffmasse eingebettet sein.

[0018] Ein Verfahren zur Herstellung eines Nutzens
mit in Zeilen und/oder Spalten angeordneten Bauteil-
positionen weist nachfolgende Verfahrensschritte
auf. Zunachst wird ein Hilfstrager, mit einseitiger
Klebstoffschicht und mehreren Halbleiterbauteilposi-
tionen bereitgestellt. Auf diesen Halbleiterbauteilpo-
sitionen werden die aktiven Oberseiten von Halblei-
terchips auf die Klebstoffschicht des Hilfstragers auf-
gesetzt. Anschlieend wird ein Flachleiterfolienband
einer Flachleiterfolie auf dem Rickseitenkontakt des
Halbleiterchips in den Bauteilpositionen, befestigt.
Nach einem Abbiegen des Flachleiterfolienbandes
unter Abriss des Flachleiterfolienbandes von der
Flachleiterfolie, wird das freie Ende des abgerisse-
nen Flachleiterfolienbandes auf die Klebstoffschicht
des Hilfstragers gepresst und dort fixiert.

[0019] Eine Gehausekunststoffmasse wird nun auf
den Hilfstrager, unter Einbetten der Halbleiterchips
und der Flachleiterfolienbander aufgebracht. Dabei
bildet sich eine Gesamtoberseite auf der Klebstoff-
schicht des Hilfstragers aus, die einerseits die aktive
Oberseite des Halbleiterchips mit entsprechenden
Kontaktflachen des Halbleiterchips aufweist und an-
dererseits ein Ende des Flachleiterfolienbandes im
Randbereich der aktiven Oberseite des Halbleiter-
chips bereitstellt. AnschlieBend wird der Hilfstrager
unter Bilden eines Nutzens mit mehreren Bauteilpo-
sitionen entfernt.

[0020] Nach Entfernen des Hilfstragers mit der
Klebstoffschicht des Hilfstrager stehen auf der kopla-
naren Oberseite, aus Gehausekunststoffmasse und
Kontaktflachen, elektrische Kontaktanschlisse so-
wohl zu der aktiven Oberseite des Halbleiterchips als
auch zu der Ruckseite des Halbleiterchips zur Verfu-
gung. Auf diese Gesamtoberseite des Nutzens wer-
den nun Umverdrahtungslagen mit Umverdrahtungs-
strukturen und AuRenkontaktflachen auf die Gesam-
toberseite in den Bauteilpositionen aufgebracht. Da-
mit steht ein selbsttragender Verbundkérper in Form
eines Nutzens bzw. eines Wafers in WLP-Technik zur
Verfugung.
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[0021] Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass kos-
tengunstig ein Kontaktsystem fir einen Nutzen oder
fur eine WLP-Struktur geschaffen werden kann, bei
denen es moglich ist, sowohl die Kontaktflachen auf
der aktiven Oberseite der Halbleiterchips, als auch
die Rickseitenkontakte der Halbleiterchips von der
Gesamtoberseite aus zu erreichen.

[0022] Ein erfindungsgemales Verfahren zur Her-
stellung eines Halbleiterbauteils weist zunachst die
oben erwahnten Herstellungsschritte zur Herstellung
eines Nutzens auf und danach kénnen AulRenkontak-
te auf die AuRenkontaktflachen der Umverdrahtungs-
lage aufgebracht werden. AnschlieRend wird der Nut-
zen in einzelne Halbleiterbauteile aufgeteilt. Diese
Verfahrensvariante hat den Vorteil, dass die Auflden-
kontakte noch mit einem Parallelverfahren fir samtli-
che Halbleiterbauteile im Rahmen des Nutzens
gleichzeitig eingebracht werden kénnen.

[0023] In einem anderen Verfahren ist es vorgese-
hen, zunachst den Nutzen in einzelne Halbleiterbau-
teile aufzutrennen und anschlieRend die AuRenkon-
takte auf die AuRenkontaktflachen des Halbleiterbau-
teils aufzubringen. Dieses Verfahren hat den Vorteil,
dass nur auf solche Halbleiterbauteile Au3enkontak-
te aufgebracht werden, die bereits in ihrer Funktion
vor dem Auftrennen des Nutzens getestet wurden
und fur gut befunden wurden, so dass keine AulRen-
kontakte auf den Halbleiterchips aufgebracht wer-
den, die nicht funktionieren.

[0024] Ein Verfahren zur Herstellung eines Nutzens
mit gestapelten Halbleiterchips in den Bauteilpositio-
nen weist zusatzlich, zu dem Verfahren fir einen ein-
zelnen Halbleiterchip, die nachfolgenden Verfahrens-
schritte auf. Vor einem Verpacken des Halbleiter-
chips in einer Gehausekunststoffmasse wird ein wei-
terer zweiter Halbleiterchip auf den bereits montier-
ten ersten Halbleiterchip mit Rickseite an Rickseite
aufgebracht. AnschlieBend wird nun auf der aktiven
Oberseite des zweiten Halbleiterchip eine Flachlei-
terfolie ausgerichtet und dabei mindestens ein Flach-
leiterfolienband auf einer entsprechenden Kontaktfla-
che der aktiven Oberseite des zweiten Halbleiterchip
befestigt. AnschlieRend wird das Flachleiterfolien-
band von der Oberseite des zweiten Halbleiterchips
aus in Richtung auf die Klebstoffschicht des Hilfstra-
ger abgebogen, wobei das Flachleiterfolienband auf
der Klebstoffschicht abgesetzt und fixiert wird.

[0025] Beim Absetzen des Flachleiterfolienbandes
erfolgt ein Abriss des Flachleiterfolienbandes von der
Flachleiterfolie an einer vorgesehenen Sollbruchstel-
le. Nachdem somit eine elektrische Verbindung von
der aktiven Oberseite des zweiten Halbleiterchip in
Richtung auf die zu bildende Gesamtoberseite erfolgt
ist, kann eine Kunststoffgehdusemasse auf den Hilfs-
trager aufgebracht werden und dabei kénnen die
Halbleiterchips und die Flachleiterfolienbander in der

Kunststoffmasse eingebettet werden. Anschlief3end
wird der Hilfstrager unter Bilden des Nutzens mit
mehreren Bauteilpositionen von der Gesamtobersei-
te entfernt. Als nachstes wird eine Umverdrahtungs-
lage mit Umverdrahtungsstruktur und Auflenkontakt-
flachen auf die Gesamtoberseite in den jeweiligen
Bauteilpositionen des Nutzens aufgebracht. Das Auf-
bringen der AuRenkontakte kann wie bei der ersten
Ausfuhrungsform der Erfindung, entweder vor dem
Auftrennen des Nutzens in Einzelbauteile, oder nach
dem Auftrennen des Nutzens in Einzelbauteile auf
die entsprechenden AufRenkontaktflachen der Um-
verdrahtungslage aufgebracht werden.

[0026] Zusammenfassend ist festzustellen, dass
durch Anwendung bekannter Technologien, wie der
WLP-Technologie und wie dem TAB - Verfahren, Ver-
bindungsleitungen von Chipriickseiten bzw. von akti-
ven Oberseiten gestapelter Halbleiterchips auf eine
Umverdrahtungsebene in WLP-Bauweise hergestellt
werden. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass Riicksei-
tenkontakte des Bauteils von der Gesamtoberseite
aus kontaktiert werden kénnen bzw. dass auch bei ei-
nem WLP-Bauteil ein Stapeln von Halbleiterchips
moglich wird.

[0027] Beim Herstellen eines Rickseitenkontaktes
wird auf einem Hilfstrager, der mit einer Klebefolie be-
schichtet ist, der zu montierende Halbleiterchips mit
seiner aktiven Oberseite aufgebracht. Der Halbleiter-
chip besitzt zusatzlich eine kontaktierbare Riicksei-
tenmetallisierung. Dann wird eine auf eine Folie mon-
tierte oder kaschierte Leiterbahn, in Form eines
Flachleiterfolienbandes, auf der Ruckseitenmetalli-
sierung positioniert und mit dem sogenannten Tape —
Automated — Bond-Verfahren (TAB) wird auf der Chi-
prickseite mit der verwendeten Leiterbahn des
Flachleiterfolienbandes eine leitende Verbindung
hergestellt. Anschlielend wird das zweite Ende der
Leiterbahn des Flachleiterfolienbandes auf der Ober-
flache des klebenden Hilfstragers aufgedriickt, bis
diese positionsgenau auf der Klebeseite des Hilfstra-
gers haftet. Die nachsten Prozessschritte erfolgen
analog der Herstellung von WLP-Bauteilen. Nach
dem Aufbringen der Gehausekunststoffmasse mittels
Molden und nach Entfernen des Hilfstragers, liegen
dann sowohl Kontakte des Halbleiterchips, als auch
der Kontakt der Rickseite des Halbleiterchip auf dem
gleichen Niveau der koplanaren Gesamtoberseite fur
eine Umverdrahtung bereit.

[0028] Das elektrische Verbinden eines gestapelten
Halbleiterchips erfolgt nach der Montage eines zwei-
ten Halbleiterchips auf dem urspriinglichen Halblei-
terchip, indem vollstdndig analog vorgegangen wird.
Jedoch befindet sich auf der Flachleiterfolie nicht
eine einzelne Leiterbahn, wie fiir die Riickseitenkon-
taktierung, sondern eine den Kontaktflachen und der
Funktionalitat des Chips angepasste Anordnung von
mehreren Flachleiterfolienbandern.
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Ausfihrungsbeispiel

[0029] Die Erfindung wird nun anhand der beigefig-
ten Figuren naher erlautert.

[0030] Fig.1 zeigt einen schematischen Quer-
schnitt durch ein Halbleiterbauteil einer ersten Aus-
fuhrungsform der Erfindung;

[0031] Fig.2 zeigt einen schematischen Quer-
schnitt durch ein Halbleiterbauteil einer zweiten Aus-
fuhrungsform der Erfindung;

[0032] Fig.3 bis Fig. 10 zeigen schematische
Querschnitte durch Komponenten aufeinander fol-
gender Verfahrensschritte, die bei der Herstellung
des Halbleiterbauteils der ersten Ausfuhrungsform
der Erfindung gemaf Fig. 1 auftreten;

[0033] Fig.11 bis Fig. 18 zeigen schematische
Querschnitte durch Komponenten aufeinanderfol-
gender Verfahrensschritte, die bei der Herstellung
des Halbleiterbauteils der zweiten Ausfihrungsform
der Erfindung, gemaR Fig. 2 vorgesehen sind.

[0034] Fig.1 =zeigt einen schematischen Quer-
schnitt durch ein Halbleiterbauteil 1 einer ersten Aus-
fuhrungsform der Erfindung. Das Halbleiterbauteil 1
weist eine Gesamtoberseite 11 auf, in der koplanar
die aktive Oberseite 8 eines Halbleiterchips 2 und die
Oberseite 9 einer Gehausekunststoffmasse 7 ausge-
richtet sind. Auf dieser Gesamtoberseite 11 sind nicht
nur Kontaktflachen 16 des Halbleiterchips 2 angeord-
net, sondern auch ein Kontaktanschluss 23, der Gber
ein Flachleiterfolienband 12 mit einem Rickseiten-
kontakt 14 der Riickseite 4 des Halbleiterchips 2 ver-
bunden ist.

[0035] Auf der Gesamtoberseite 11 des Halbleiter-
bauteils 10 ist eine Umverdrahtungslage 3 angeord-
net, welche Durchkontakte 24 zu AuRenkontaktfla-
chen 21 aufweist, auf denen AuRenkontakte 13 ange-
ordnet sind. Mindestens einer dieser Aufienkontakte
13 ist Uber eine Aufienkontaktflache 21 und einen
Durchkontakt 24 mit dem Kontaktanschluss 23 ver-
bunden, der seinerseits Uber das Flachleiterfolien-
band 12 mit dem Rickseitenkontakt 14 des Halblei-
terchips 2 elektrisch in Verbindung steht. Die anderen
AuRenkontakte 13 stehen Uber entsprechende Au-
Renkontaktflachen 21 und Umverdrahtungsleitungen
25 einer Umverdrahtungsstruktur 20 in der Umver-
drahtungslage 3 mit den Kontaktflachen 16 an der ak-
tiven Oberseite 8 des Halbleiterchips 2 in Verbin-
dung.

[0036] Die Vorteile dieser Ausfiihrungsform geman
Fig. 1 werden oben ausfihrlich erértert und zur Ver-
meidung von Wiederholungen an dieser Stelle weg-
gelassen.

[0037] Fig.2 =zeigt einen schematischen Quer-
schnitt durch ein Halbleiterbauteil 10 einer zweiten
Ausfuhrungsform der Erfindung. Komponenten mit
gleichen Funktionen, wie in Fig. 1, werden mit glei-
chen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht extra
erortert.

[0038] Das Halbleiterbauteil 10 der zweiten Ausfiih-
rungsform der Erfindung unterscheidet sich von dem
Halbleiterbauteil 1 gemafR Fig. 1 dadurch, dass auf
der Ruckseite 4 eines ersten Halbleiterchips 2 ein
weiteres zweites Halbleiterchip 15 mit seiner Rick-
seite 22 aufgebracht ist. Die beiden Rickseitenkon-
takte 14 dieser gestapelten Halbleiterchips 2 und 15
liegen aufeinander und sind Uber ein Flachleiterfoli-
enband 12 mit einem Kontaktanschluss 23 auf der
Gesamtoberseite 11 des Halbleiterbauteils 10 ver-
bunden. Zusatzlich zu dieser Massepotentialleitung,
die das Flachleiterfolienband 12 darstellt, sind weite-
re Flachleiterfolienbander 12 in der Gehausekunst-
stoffmasse 7 angeordnet, welche Kontaktflachen 16
der aktiven Oberseite 17 des zweiten Halbleiterchips
15 mit Kontaktanschlissen 23 auf der Gesamtober-
seite 11 des Halbleiterbauteils 10 verbinden. Die Um-
verdrahtungslage 3 ist analog zur ersten Ausflih-
rungsform der Erfindung aufgebaut und wird zur Ver-
meidung von Wiederholungen nicht extra erdrtert.

[0039] Die Fig. 3 bis Fig. 10 zeigen schematische
Querschnitte durch Komponenten aufeinanderfol-
gender Verfahrensschritte bei der Herstellung eines
Halbleiterbauteils, gemal der ersten Ausfuhrungs-
form der Erfindung nach Eig. 1. Komponenten mit
gleichen Funktionen, wie in den vorhergehenden Fi-
guren, werden in den Eig. 3 bis Fig. 10 mit gleichen
Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht extra eror-
tert.

[0040] Fig.3 =zeigt einen schematischen Quer-
schnitt durch einen Hilfstrager 18 mit einer Klebstoff-
schicht 19. Auf dieser Klebstoffschicht 19 ist ein Halb-
leiterchip 2 mit seiner aktiven Oberseite 8 und seinen
Kontaktanschlussflachen 16 angeordnet. Auf der
Rickseite 4 des Halbleiterchips 2 ist eine Riicksei-
tenmetallisierung angebracht, die einen Riickseiten-
kontakt 14 bildet. Die Randseiten 5 und 6 sind frei
von jeder Kontaktierung. Der Hilfstrager 18 ist eine
ebene Kunststoffplatte, die mit einem Klebstoff be-
schichtet ist, wobei Fig. 3 eine Bauteilposition von
mehreren in Zeilen und/oder Spalten angeordneten
Bauteilpositionen eines Nutzens zeigt.

[0041] Fig.4 =zeigt einen schematischen Quer-
schnitt durch einen Hilfstrager 18 gemal Fig. 3, mit
dem darauf angeordneten Halbleiterchip 2, wobei zu-
satzlich ein Flachleiterfolienband 12 einer Flachleiter-
folie 28 auf dem Riickseitenkontakt 14 des Halbleiter-
chips 2 ausgerichtet und positioniert ist. Zwischen der
Flachleiterfolie 28 und dem Flachleiterfolienband 12
ist eine Sollbruchstelle 27 angeordnet. Das Flachlei-
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terfolienband 12 weist in dieser Ausflihrungsform der
Erfindung eine kupfer- und/oder goldkaschierte
Kunststofffolie auf, die mit ihrer kaschierten Seite
Uber der Ruckseitenmetallisierung des Ruickseiten-
kontakts 14 der Halbleiterchip 2 positioniert wird. Das
Flachleiterfolienband 12 kann auch eine strukturierte
Metallfolie aufweisen.

[0042] Fig.5 =zeigt einen schematischen Quer-
schnitt durch den Hilfstrager 18 mit dem Halbleiter-
chip 2, wie er in Fig. 4 zu sehen ist, jedoch wird zu-
satzlich ein Werkzeug 26 auf ein Ende des Flachlei-
terfolienbandes 12, das auf dem Rickseitenkontakt
14 des Halbleiterchips 2 positioniert ist, aufgebracht.
Mit diesem Werkzeug 26 wird eine elektrische Ver-
bindung zwischen dem Ruckseitenkontakt 14 und
dem Flachleiterfolienband 12 geschaffen, indem bei-
spielsweise eine |6tbare Beschichtung auf den auf-
einander gepressten Flachen aufgeschmolzen wird.

[0043] Fig.6 =zeigt einen schematischen Quer-
schnitt durch den Hilfstrager 18 gemal Fig. 5, nach-
dem das Werkzeug 26 an ein zweites Ende des
Flachleiterfolienbandes 12 verbracht wurde. Dieses
zweite Ende des Flachleiterfolienbandes 12 ist in der
Nahe der Sollbruchstelle der Flachleiterfolie 28 ange-
ordnet. Durch Druck auf das Werkzeug 26 in Pfeil-
richtung A wird das Flachleiterfolienband 12, unter
Abriss von der Sollbruchstelle der Flachleiterfolie 28
abgebogen und auf die Klebstoffschicht 19 des Hilfs-
tragers 18 gepresst. Mit diesem Verfahrensschritt
wird ein Kontaktanschluss 23 auf der Ebene der
Klebstoffschicht 19 fur eine elektrische Verbindung
zu dem Ruckseitenkontakt 14 des Halbleiterchips 2
geschaffen.

[0044] Fig.7 zeigt einen schematischen Quer-
schnitt durch den Hilfstrager 18 gemal Eig. 6 nach
Aufbringen einer Gehausekunststoffmasse 7, unter
Einbetten des Halbleiterchips 2 und des Flachleiter-
folienbandes 12. Die Gehausekunststoffmasse 7
weist ein mit Partikeln bis zu 95 Gew.% gefiilltes Ep-
oxidharz auf.

[0045] Fig.8 zeigt einen schematischen Quer-
schnitt durch die Gehausekunststoffmasse 7 gemaf
Fig. 7, nach Entfernen des in Fig. 7 gezeigten Hilfs-
tragers 18 mit Klebstoffschicht 19. Aufierdem wurde
fur die weiteren Verfahrensschritte die Gehause-
kunststoffmasse 7 mit dem Halbleiterchip 2 um 180°
gedreht, so dass die Gesamtoberseite 11 auch ortlich
eine Oberseite darstellt. Die Gesamtoberseite 11
setzt sich aus der Oberseite 9 der Gehausekunst-
stoffmasse 7, ferner aus dem Kontaktanschluss 23
des Flachleiterfolienbandes 12, sowie aus der akti-
ven Oberseite 8 des Halbleiterchips 2 mit ihren Kon-
taktflachen 16 zusammen. Somit ist auf dieser kopla-
naren Gesamtoberseite 11 ein Zugriff sowohl zu den
Kontaktflachen 16 zusammen der aktiven Oberseite
8 des Halbleiterchips 2, als auch zu dem Riickseiten-

kontakt 14 des Halbleiterchip 2 mdglich.

[0046] Fig.9 =zeigt einen schematischen Quer-
schnitt durch die Gehausekunststoffmasse 7 geman
Fig. 8, nach Aufbringen einer Umverdrahtungslage 3
auf die Gesamtoberseite 11. Dazu kénnen unmittel-
bar auf der Gesamtoberseite 11 Umverdrahtungslei-
tungen 25 aufgebracht werden, die Uber Durchkont-
akte 24 oder auch direkt mit Aulenkontaktflachen 21
elektrisch verbunden sind. Zwischen den Auftenkon-
taktflachen 21 ist eine Lotstoplackschicht 29 ange-
ordnet, die dafir sorgt, dass beim Aufbringen von Au-
Renkontakten auf die AuRenkontaktflachen 21 ande-
re Bereiche der Umverdrahtungslage 3 nicht mit dem
Material der Aulenkontakte benetzt werden.

[0047] Fig.10 zeigt einen schematischen Quer-
schnitt durch ein Halbleiterbauteil 1, wie es auch
Fig. 1 zeigt, nachdem auf die Struktur, wie sie in
Fig. 9 gezeigt ist, AuBenkontakte 13 aufgebracht
wurden. Durch das in diesem Verfahren eingebrachte
Flachleiterfolienband 12 ist es somit mdglich, ein
Halbleiterbauteil 1, das mit Hilfe der WLP-Technolo-
gie hergestellt wurde, mit einem AuRenkontakt 13 zu
versehen, der elektrisch mit dem Rickseitenkontakt
14 des Halbleiterchips 2 in Verbindung steht.

[0048] Die Fig. 11 bis Fig. 18 zeigen schematische
Querschnitte durch Komponenten aufeinanderfol-
gender Verfahrensschritte, die bei der Herstellung ei-
nes Halbleiterbauteils der zweiten Ausfiuhrungsform
der Erfindung gemaR Fig. 2 vorgesehen sind. Kom-
ponenten mit gleichen Funktionen, wie in den vorher-
gehenden Figuren, werden mit gleichen Bezugszei-
chen gekennzeichnet und nicht extra erortert. Die
Verfahrensschritte, die in den Eig. 3 bis Eig. 6 sche-
matisch dargestellt sind, werden auch fiir die Herstel-
lung des Halbleiterbauteils der zweiten Ausfihrungs-
form der Erfindung, geman Eig. 2 durchgefuhrt.

[0049] Fig.11 zeigt einen schematischen Quer-
schnitt durch einen Hilfstrager 18 mit einem Halblei-
terchip 2 und einem Flachleiterfolienband 12, der aus
Eig. 6 bekannt ist. Zusatzlich ist nun auf dem ersten
Halbleiterchip 2 ein weiterer zweiter Halbleiterchip 15
angeordnet worden, das mit seiner Rickseite 22 ei-
nen gemeinsamen Ruckseitenkontakt 14 mit dem da-
runterliegenden ersten Halbleiterchip 2 aufweist. So-
mit kann Uber das einzelne Flachleiterband 12 ein
Kontaktanschluss 23 hergestellt werden, der in der
Ebene der Klebstoffschicht 19 angeordnet ist. Uber
diesen Kontaktanschluss 23 mit dem heruntergebo-
genen Flachleiterfolienband 12 ist es beispielsweise
moglich, ein Massepotential an den Rickseitenkon-
takt 14 zu legen.

[0050] Fig. 12 zeigt einen Querschnitt nach Positio-
nieren einer Flachleiterfolie 28, Uber der aktiven
Oberseite 17 des zweiten Halbleiterchip 15, wobei
die Flachleiterfolie 28 mehrere Flachleiterfolienban-
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der 12 aufweist, die Uiber Sollbruchstellen 27 mit der
Flachleiterfolie 28 verbunden sind.

[0051] Fig. 13 zeigt einen schematischen Quer-
schnitt durch einen Hilfstrdger 18 mit einem darauf
befindlichen Stapel aus Halbleiterchips 2 und 15, ge-
mal Fig. 12, wobei zusatzlich Werkzeuge 26 eine
elektrische Verbindung zwischen den Kontaktflachen
16 auf der aktiven Oberseite 17 des zweiten Halblei-
terchips 15 und den Flachleiterfolienbandern 12 her-
stellen.

[0052] Fig. 14 zeigt einen schematischen Quer-
schnitt durch den Hilfstrager 18 mit einem Halbleiter-
chipstapel gemal Fig. 13. Die Werkzeuge 26 haben
in Fig. 14, die Flachleiterfolienbander 12 von der
Flachleiterfolie 28 an der Sollbruchstelle, abgerissen.
Dabei haben die Werkzeuge 26 die Flachleiterfolien-
bander 12 in Pfeilrichtung A auf die Klebstoffschicht
19 zur Ausbildung von Kontaktanschlissen 23 abge-
bogen und auf die Klebstoffschicht 19 gepresst. Da-
bei wird zunachst lediglich das freie Ende von jedem
der Flachleiterfolienbander 12 auf der Klebstoff-
schicht 19 mittels Andruck in Pfeilrichtung A fixiert.

[0053] Fig. 15 zeigt einen schematischen Quer-
schnitt durch den Hilfstrager 18 mit aufgebrachter
Gehausekunststoffmasse 7, welche die gestapelten
Halbleiterchips 2 und 15 und die Flachleiterfolienban-
der 12 in Kunststoffmasse einbettet.

[0054] Fig. 16 zeigt einen schematischen Quer-
schnitt durch die Kunststoffmasse 7, nachdem der in
Fig. 15 gezeigte Hilfstrager 18 mit der Klebstoff-
schicht 19 von der gemeinsamen Oberseite 11 ent-
fernt wurde. Die gemeinsame Oberseite 11 zeigt nun
Kontaktanschliisse 23, sowohl zu der aktiven Ober-
seite 17 des zweiten Halbleiterchips 15, als auch zu
der Ruckseitenkontaktierung 14 zwischen den bei-
den Halbleiterchips 2 und 15. Dartber hinaus zeigt
die Gesamtoberseite 11 Kontaktflachen 16 des ers-
ten Halbleiterchips 2 auf dessen aktiver Oberseite 8,
so dass von der Gesamtoberseite 11 auf die Kontakt-
flachen 16 des ersten Halbleiterchips 2 und des zwei-
ten Halbleiterchips 15, sowie auf die Rickseitenkon-
takte 14 der gestapelten Halbleiterchips 2 und 15 zu-
gegriffen werden kann.

[0055] Fig. 17 zeigt den schematischen Querschnitt
gemal Fig. 16, jedoch mit einer Umverdrahtungsla-
ge 3 auf der Gesamtoberseite 11. Diese Umverdrah-
tungslage 3 entspricht der Umverdrahtungslage 3 der
Fig. 9 und ist lediglich durch Verbindungen zu den
Kontaktflachen 16 des zweiten Halbleiterchip 15 er-
ganzt.

[0056] Fig. 18 zeigt ein Halbleiterbauteil 10 einer
zweiten Ausflhrungsform der Erfindung, wie es
schon in Eig. 2 gezeigt wird, so dass auf Details die-
ser zweiten Ausflihrungsform der Erfindung nicht er-

neut eingegangen wird.
Patentanspriiche

1. Halbleiterbauteil mit Halbleiterchip (2) und Um-
verdrahtungslage (3), wobei der Halbleiterchip (2) mit
seiner Ruckseite (4) und seinen Randseiten (5, 6) in
eine Gehausekunststoffmasse (7) eingebettet ist und
die aktive Oberseite (8) des Halbleiterchips (2) kopla-
nar zu einer Oberseite (9) der Gehausekunststoff-
masse (7) angeordnet ist und eine Gesamtoberseite
(11) bilden, welche die Umverdrahtungslage (3) tragt,
und wobei ein Flachleiterfolienband (12) innerhalb
der Gehausekunststoffmasse (7) angeordnet ist und
das Flachleiterfolienband (12) sich von der Gesamto-
berseite (11) zu der Riickseite (4) des Halbleiterchips
(2) erstreckt, wobei das Flachleiterfolienband (12)
elektrisch mit der Rickseite (4) des Halbleiterchips
(2) und mit der Umverdrahtungslage (3) in Verbin-
dung steht.

2. Halbleiterbauteil nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Flachleiterfolienband (12)
eine einseitig kupferkaschierte flexible bandférmige
Kunststofffolie aufweist, und wobei die Kupferka-
schierung mit dem Ruckseitenkontakt (14) des Halb-
leiterchips (2) und mit der Umverdrahtungslage (3)
elektrisch verbunden ist.

3. Halbleiterbauteil nach Anspruch 1 oder An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Flach-
leiterfolienband (12) eine Metallfolie aufweist.

4. Halbleiterbauteil nach einem der vorhergehen-
den Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Flachleiterfolienband (12) tber die Umverdrahtungs-
lage (3) mit einem Aulienkontakt (13) des Halbleiter-
bauteils (1) elektrisch verbunden ist.

5. Halbleiterbauteil nach einem der vorhergehen-
den Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass auf
der Ruckseite (4) des Halbleiterchips (2) ein weiterer
Halbleiterchip (15) angeordnet ist, der vollstandig in
der Gehausekunststoffmasse (7) eingebettet ist.

6. Halbleiterbauteil nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass sich Flachleiterfolienbander
(12) von Kontaktflachen auf der aktiven Oberseite
(17) des weiteren Halbleiterchips (15) zu der Gesam-
toberseite (11) des Halbleiterbauteils (1) erstrecken.

7. Verfahren zur Herstellung eines Nutzens mit in
Zeilen und/oder Spalten angeordneten Bauteilpositi-
onen, wobei das Verfahren folgende Verfahrens-
schritte aufweist:

— Bereitstellen eines Hilfstragers (18) mit einseitiger
Klebstoffschicht (19) und mehreren Halbleiterbauteil-
positionen;

— Aufsetzen der aktiven Oberseiten (8) der Halbleiter-
chips (2) auf die Klebstoffschicht (19) in den Bauteil-
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positionen

— Aufbringen einer Flachleiterfolie unter Befestigen
von mindestens einem Flachleiterfolienband (12) der
Flachleiterfolie auf den Rickseiten (4) der Halbleiter-
chips (2) in den Bauteilpositionen;

— Abbiegen des Flachleiterfolienbandes (12) von der
Ruckseite (4) der Halbleiterchips (2) aus in Richtung
auf die Klebstoffschicht (19) des Hilfstragers (18) un-
ter Aufsetzen des Flachleiterfolienbandes (12) auf
die Klebstoffschicht (19) und unter Abriss des Flach-
leiterfolienbandes (12) von der Flachleiterfolie an ei-
ner Sollbruchstelle;

— Aufbringen einer Gehausekunststoffmasse (7) auf
den Hilfstrager (18) unter Einbetten der Halbleiter-
chips (2) und den Flachleiterfolienbandern (12) in der
Kunststoffmasse und unter Bilden einer Gesamtober-
seite (11) auf der Klebstoffschicht (19) des Hilfstra-
gers (18);

— Entfernen des Hilfstragers (18) unter Bilden des
Nutzens mit mehreren Bauteilpositionen;

— Aufbringen einer Umverdrahtungslage (3) mit Um-
verdrahtungsstruktur (20) und AuRenkontaktflachen
(21) auf die Gesamtoberseite (11) in den Bauteilposi-
tionen, wobei die Ruckseite (4) der Halbleiterchips (2)
Uber das Flachleiterfolienband (12) mit einer AuRRen-
kontaktflache (21) elektrisch verbunden ist.

8. Verfahren zur Herstellung eines Halbleiterbau-
teils (1), wobei zunachst das Verfahren zur Herstel-
lung eines Nutzens gemafl Anspruch 7 durchgefuhrt
wird, danach Auf3enkontakte (13) auf AulRenkontakt-
flachen (21) aufgebracht werden und abschlielend
der Nutzen in einzelne Halbleiterbauteile (1) aufge-
trennt wird.

9. Verfahren zur Herstellung eines Halbleiterbau-
teils (1), wobei zunachst das Verfahren zur Herstel-
lung eines Nutzens gemafl Anspruch 7 durchgefuhrt
wird, danach der Nutzen in einzelne Halbleiterbautei-
le (1) aufgetrennt wird und abschlieRend Aufienkon-
takte (13) auf AulRenkontaktflachen (21) des Halblei-
terbauteils (1) aufgebracht werden.

10. Verfahren zur Herstellung eines Nutzens mit
gestapelten Halbleiterchips in Bauteilpositionen, wo-
bei das Verfahren folgende Verfahrensschritte auf-
weist:

— Bereitstellen eines Hilfstragers (18) mit einseitiger
Klebstoffschicht (19) und mehreren Halbleiterbauteil-
positionen;

— Aufsetzen der aktiven Oberseiten (8) von ersten
Halbleiterchips (2) auf die Klebstoffschicht (19) in den
Bauteilpositionen;

— Aufbringen einer Rickseite (22) eines zweiten
Halbleiterchips (15) auf die Riickseite (4) des ersten
Halbleiterchips (2);

— Aufbringen einer Flachleiterfolie unter Befestigen
von mindestens einem Flachleiterfolienband (12) der
Flachleiterfolie auf einer entsprechenden Kontaktfla-
che (16) der aktiven Oberseite (17) des zweiten Halb-

leiterchips (15), wobei eine elektrische Verbindung
zwischen Kontaktflachen (16) der aktiven Seiten (17)
des zweiten Halbleiterchips (15) und den Flachleiter-
folienbandern (12) hergestellt wird;

— Abbiegen des Flachleiterfolienbandes (12) von der
aktiven Oberseite (17) des zweiten Halbleiterchips
(15) aus in Richtung auf die Klebstoffschicht (19) des
Hilfstragers (18) unter Aufsetzen des Flachleiterfoli-
enbandes (12) auf die Klebstoffschicht (19) und unter
Abriss des Flachleiterfolienbandes (12) von der
Flachleiterfolie an einer Sollbruchstelle;

— Aufbringen einer Gehausekunststoffmasse (7) auf
den Hilfstrager (18) unter Einbetten der Halbleiter-
chips (2, 15) und der Flachleiterfolienbander (12) in
der Kunststoffmasse und unter Bilden einer Gesam-
toberseite (11) auf der Klebstoffschicht (19) des Hilfs-
tragers (18);

— Entfernen des Hilfstragers (18) unter Bilden des
Nutzens mit mehreren Bauteilpositionen;

— Aufbringen einer Umverdrahtungslage (3) mit Um-
verdrahtungsstruktur (20) und AufRenkontaktflachen
(21) auf die Gesamtoberseite (11) in den Bauteilposi-
tionen, wobei die Riickseite (4) der Halbleiterchips (2)
Uber das Flachleiterfolienband (12) mit einer Au3en-
kontaktflache (21) elektrisch verbunden ist.

11. Verfahren zur Herstellung eines Nutzens mit
gestapelten Halbleiterchips in Bauteilpositionen nach
Anspruch 10 dadurch gekennzeichnet, dass nach
dem Aufsetzen der aktiven Oberseiten (8) von ersten
Halbleiterchips (2) auf die Klebstoffschicht (19) in den
Bauteilpositionen eine zweite Flachleiterfolie unter
Befestigen von mindestens einem Flachleiterfolien-
band (12) der zweiten Flachleiterfolie auf den Riick-
seiten (4) des ersten Halbleiterchips (2) aufgebracht
wird.

12. Verfahren zur Herstellung eines Nutzens mit
gestapelten Halbleiterchips in Bauteilpositionen nach
Anspruch 11 dadurch gekennzeichnet, dass die
Ruckseite (22) des zweiten Halbleiterchips (15) einen
gemeinsamen Ruckseitenkontakt (14) mit dem dar-
unter liegenden ersten Halbleiterchip (14) bildet und
ein Kontaktanschluss (23) Uber das Flachleiterfolien-
band (12) hergestellt wird.

13. Verfahren zur Herstellung eines Halbleiter-
bauteils (1), wobei zunachst das Verfahren zur Her-
stellung eines Nutzens gemaf einem der Anspriiche
10 bis 12 durchgefiihrt wird, danach AuRenkontakte
(13) auf die AuRenkontaktflachen (21) aufgebracht
werden und abschlieRend der Nutzens in einzelne
Halbleiterbauteile (1) aufgetrennt wird.

14. Verfahren zur Herstellung eines Halbleiter-
bauteils, wobei zunachst das Verfahren zur Herstel-
lung eines Nutzens gemal einem der Anspriche 10
bis 12 durchgeflhrt wird, danach der Nutzen in ein-
zelne Halbleiterbauteile (1) aufgetrennt wird und ab-
schliefend AuBenkontakte (13) auf die AulRenkon-
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taktflachen (21) der Halbleiterbauteile (1) aufge-
bracht werden.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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